
1. はじめに

GaAs環 130 K～270 Kの高特性温度が報告

1), 2)されてお

り，1.3 µm帯光加入者用光源として，ペルチエフリーの安価GaInNAs 1.12 µmレーザの特性を調べた。Sbはサーフアクタントに類似した効

果を有し，2次元成 CW駆動で波長 1.26

µmの低しきい値電流（12.4 mA）かつ，高特性温度（157 K）

を有するGaInNAsSbレーザと，CW駆動で1.20 µmの低しきい

値電流（6.3 mA）かつ，高特性温度（256 K）を有する

GaInAsSbレーザの報告をする。
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温度依存性を比較する。スロープ効率の温度依存性は，

GaInAsSbとGaInNAsSbでそれぞれ，－ 0.010 dB/K（@25～

125℃），－0.022 dB/K（@25～75℃）であった。GaInNAsSb

レーザはGaInAsSbレーザよりも深い電子の閉じ込めを有して

いるにもかかわらず，温度特性はGaInAsSbレーザよりも劣る

が，これは，光学特性がまだ良くないことに起因していると考

えられ，光学特性の改善により，G a I n N A s S bレーザは

GaInAsSb並みの良好な温度特性を有することが期待できる。

3.2 リッジレーザのDC特性


